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งานวิจัยน้ีได้น าเสนอการออกแบบและสร้างตวัตรวจรู้ความดันแบบตัวเก็บประจุท่ีมี

ไดอะแฟรมเป็นตวัรับรู้ปริมาณอินพุต ส่วนของตวัเก็บประจุเป็นโครงสร้างพอลิเมอร์ท่ีสร้างดว้ย
กระบวนการเอกซ์เรยลิ์โธกราฟฟี และเคลือบโลหะบนโครงสร้างตวัเก็บประจุเพื่อให้ไดโ้ครงสร้าง
น าไฟฟ้า ตวัเก็บประจุมีขนาดความกวา้งและความยาว เท่ากบั 500 µm ระยะห่างระหวา่งขั้วไฟฟ้า
เท่ากบั 60 µm ส่วนไดอะแฟรมสร้างจากวสัดุพอลิเมอร์สองชนิดคือ Polyimide (PI) ความหนา
เท่ากบั 25 µm และ Polydimethylsiloxane (PDMS) ความหนาเท่ากบั 120 µm มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
1000 µm ตวัเก็บประจุท่ีเป็นโครงสร้างพอลิเมอร์เคลือบโลหะถูกน ามาติดตั้งบนไดอะแฟรมซ่ึงเม่ือ
ไดอะแฟรมเกิดการโก่งตวัเน่ืองจากความดนั ส่งผลให้ระยะห่างระหวา่งขั้วไฟฟ้าเปล่ียนไปเท่ากบั
ระยะการโก่งตวั และเกิดการเปล่ียนแปลงค่าความจุไฟฟ้าท่ีวดัได ้ตวัตรวจรู้ความดนัท่ีมีไดอะแฟรม
เป็น PDMS (SUT-S) และ PI (SUT-I) ถูกปรับเทียบกบัตวัตรวจรู้ความดนัเชิงพาณิชย ์MPX4250 
และ MPX5700 ส าหรับยา่นความดนั 0 – 100 kPa และ 0 – 500 kPa ตามล าดบั จากการทดสอบ
คุณสมบติั ตวัตรวจรู้ความดนัท่ีมีไดอะแฟรม PDMS มีค่าการเปล่ียนแปลงความจุไฟฟ้ามากท่ีสุด 
38.23 % ความไวเฉล่ียเท่ากบั 4.714 fF/kPa ค่าความผิดพลาดในการวดัความดนั  9 % มี
ผลตอบสนองทางเวลาทั้งขาข้ึนและขาลงนอ้ยกวา่ 1 วินาที ส่วนตวัตรวจรู้ความดนัท่ีมีไดอะแฟรม
เป็น PI มีการเปล่ียนแปลงความจุไฟฟ้ามากท่ีสุด 3.94 % ความไวเฉล่ียเท่ากบั 0.03343 fF/kPa  และ
มีค่าความผิดพลาดในการวดัความดนั  7.4 % มีผลตอบสนองทางเวลาช่วงขาข้ึนเท่ากบั 7 วินาที 
ขาลง 27 วินาที ตวัตรวจรู้ SUT-S ท่ีสร้างข้ึนจาก PDMS และ SUT-I ท่ีสร้างข้ึนจาก PI ไดถู้กน าไป
ทดสอบวดัความดันภายในยางรถจกัรยานยนต์ โดยมีการรายงานค่าความดนัผ่านระบบไร้สาย 
ระบบเคร่ืองมือวดัท่ีพฒันาข้ึนน้ีมีค่าความคลาดเล่ือน 8.27 % จากเต็มสเกล 100 kPa ส าหรับตวั
ตรวจรู้ SUT-S และ 3.9 % จากเตม็สเกล 500 kPa ส าหรับตวัตรวจรู้ SUT-I 
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MEMS/CAPACITIVE PRESSURE SENSOR/X-RAY LITHOGRAPHY 

 

This research aimed to design and fabrication of capacitive pressure sensors 

which have two different types of diaphragm. Polymer capacitors fabricated by X-ray 

lithography were coated by metallic films in order to be electrically conductive 

material. The dimension of capacitors is 500 micron x 500 micron and gap between 

electrodes was 60 micron. The diameter of diaphragms fabricated by polymer 

materials was 1000 micron. The diaphragm made of Polyimide (PI) and 

polydimethylsiloxane (PDMS) were 25 micron and 60 micron thick, respectively. Is 

Polymeric capacitor was mounted on a pressure sensitive diaphragm so that its 

capacitance varies with input pressure. The pressure sensors with PDMS diaphragm 

(SUT-S) and that with PI diaphragm (SUT-I) were calibrated by MPX4250 for  

0-100 kPa and MPX5700 for 0-500 kPa, respectively.  Characterization of SUT-S 

pressure sensor showed the maximum capacitance change of 38.23%, sensitivity of  

4.714 fF/kPa, error of  9% full scale and rise time/fall time of 1s. On the other hand, 

Characterization of SUT-I pressure sensor showed the maximum capacitance change 

of 38.23%, sensitivity of 0.03343 fF/kPa, error of  9% full scale, rise time of 7s and 

fall time of 27s, respectively. Applications of the SUT-S and SUT-I sensors in 

motorcycle tire pressure monitoring system (TPMS) were demonstrated. The system 
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could monitor the pressure inside a motorcycle tire in a range of 0 – 100 kPa for  

SUT-S and 0 – 230 kPa for SUT-I sensor with maximum error of 8.27% and 3.9%  

full- scale measurement error, respectively. 
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